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本論文は,太陽電池をはじめとした電了・・光学素子分野への応用が期待されている有機半導体層の性能

を向上させることを日的として,真空蒸着法により形成した有機半導体層の成長過程と結晶方位を含む構

造,光学的陛質,電気的性質などの特性に関する研究を行ったものであり,全6章から構成されている。第1

章では,電子・・光学素子分野で期待されている有機半導体,ならびにその結晶方位と物性に関係する成長

過程の位置付け・動向・課題について記述し,本研究の背景と日的を述べている。第2章では,種々の方位

を有する N.0.および Mg0 単結晶基板上に形成した 2,フ-dioctyl[1ル飢Zothie即[3,2-b]benzothi叩hene

(C8-BTBT)層の結晶方位と組織ならびに抵抗率におよぽす基板材料と方位の影響について報告してい

る。第3章では,(00OD-N四.単結晶基板上での C8-BTBT 層の結晶方位,成長過程,光吸収特性ならびに

抵抗率におよぼす層厚と成膜温度の影響について報告し,成長モデルを提案している。第4章では,種々

の方位を有する AI.0.および Mg0 単結晶基板上に形成した N,N'-dioctyl-3,4,9,10-perylenediC釘b0幻mide

(PTCD卜C8)層の結晶方位と結晶粒組織におよぼす基板材料と方位の影響について報告している。第5章

では,(0001)-Nρ.単結晶基板上に C8-BTBT/PTCD卜C8 積層体を形成し,その結晶方位と表面状態に

およぼす積層順の影粋について報告している。第6章では,本研究で得られた成果をまとめるとともに,今

後の課題と展望について述べている。

ヨ△ 文内容 の
^

電了・・光学素子構成材料として期待されている有機半導体層の性能を向上させるための成長技術を発

展させるために,単結晶において高い移動度を示す2,フ-dioctyl[1]be舵othi印OB,2-b]be舵othi叩hene

(C8-BTBT)とN,N'-dioctyl-3,4,9,10-pery1印edicarb0噸mide (PTCD卜C8)において結晶方位と組織を御Ⅱ卸

するための成長過程と技術の提案・設計を行った。さらに,それらの技術を活用し, C8-BTBT/PTCD卜C8

積層体を形成し,結晶方位と表面状態を評価した結果,以下の成果を得た。

D(Ⅱ旦の,(1102),(00OD方位を有するNρ.,ならびに(10の,(11D方位を有するMg0単結晶基板上に形成

したC8-BTBT層が,基板材料と方位によらず(0OD-out-of-P1肌e方位を示し,ほぽ同程度の抵抗率を示

し,基板材料や方位がC8-BTBT層の結晶方位や抵抗率に影響を及ほさないことが明らかとなった。2)

(0001)方位を有するA1ρ.単結晶基板上では,高さがほぽ一定のC8-BTBT島状粒子が基板表面に平行方

向に成長し,均一層を形成した後,基板に垂直方向に成長すること,合体後のC8-BTBT層の抵抗率は成

膜温度と関係するが,光照射によって著しく低下することを明らかにするとともに,単結晶基板上での

C8-BTBT層の成長過程と結晶方位から,有機半導体分子問のπ一π結合と基板表面の規則的ステップに

より支配される成長モデルを提案した。 3)(11旦の,(1生02),(00OD方位を有するNρ.,ならびに(10の,(111)方

位を有するMg0単結晶基板上に形成したPTCDI-C8層が,基板材料と方位によらず(0OD-out-of-plane方

位を示し,ニードル状粒子の集合体であることを示すとともに,その成長過程がC8-BTBTにおいて提案し

た成長モデルにより説明できることを示した。4)(00OD方位を有するNρ.単結晶基板上に形成した

C8-BTBT/PTCD卜C8積層体は,積層/順によらず,両層ともに(0OD-out-of-plane方位を示すが,表面形態

と表面均一性は積層順により人きく異なり,(001)-C8-BTBT/(001)-PTCD卜C8/(0001)-A1ρ^積層体が平

滑で均一な表面状態を有することを明らかにした。

このように,有機半導体の結晶方位と結晶粒子組織におよぽ'す基板材料とその方位の関係について系

統的に,また成長過程を詳細に検討することによって,(001)-C8-BTBTならびに(001)-PTCD卜C8層を形

成するとともに,平滑で均・ーな表面を有する(001)-C8-BTBT/(001)-PTCD卜C8積層体を形成した。以上の

成果は関連分野に対する学術・技林M勺貢献とともに,産業j心用上の高い貢献性を有するものである。以上

により,本論文は博士(工学)の学位論文に相当するものと判定した。
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